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I Varfahren sum Bilden einar Struktur einer HalbleUareinrichtung vom Mehrachichttyp 
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I Verfahran zum Bilden ainer Gtmktur eIner Halblafterein* 
riohtung vom Mahreahlchttyp. wetches dio Schritta umfaQt: 
ail^sfi ainer ereten Schlcht (2| auf ainem Malblaitaraubstret 
(400 J ; 

Sildan ainas areten Raaiatfllma (4) auf der ereten Schlcht (2): 
Anordnan dea Halbleitavaubstrata (400) durah eino Haltaaln- 
Hchtung Projtelaran ainer Abbildung dinar vorbastimmton 
Raferanzmarklanino (si^ H» aa, S4« ae) an elner vorbastlmm- 
tan Poalilon auf die Obarffieha daa arctan Ras'iatfilma (4); 
Projizlaren alnar Abbildung ainar aiatan Stniktur. walcha 
dino der nafarenzmarklarung (ai, Sa. 9a, ss) entsprechen- 
da ersta Markleningoatruktur 2ur Ausrichtung (di. Az, as, q«, 
6b) umfoat. duf d\m OberflSche dad ersten flaaiatfilms (4) mit 
alnar ersian Qelichtunosainrlchtung: 
Entwlckeln daa arctan Reoratfilma (4); 
Strukturloran dar eretan Schtcht (2) untar Varwandung das 
entwickaltan aratan Raslstfllma (4) ala Maska; 
Bilden elner zwalten Schlcht (8) auf dar atrukturiertan aratan 
Schlcht (4); 

BOden aInas zwattan RaslstfUms (8) auf der zwalten Schleht 

(9); 

Maseon ainer Po$itlan dar duroh Strukturreren dar aratan 
Schlcht (2) geblldetan ersten Marklarung zur Ausrichtung 
(Ai, A}, A9» A4« Aa) mitatnar swaltan BallchtungselnHchtung 
turn Anordnan daa Halblaltarsubatrata (400) an alnar verba* 
Btlmmten Position ainas optfachan Syatama dar iwaltan 
Batlchtungaalnrlchtung; 

Vargiflfchan alnar Poaition der Rafaranzmarklarung (Su Sa, 
Sd. S4« Sfi) mit alnar Paaldon der ersten Markiarung zur 
Ausrichtung (Ai. Aai* As« Aa. Aq), wobai balda dureh 
Strukturfaren dor ersten Schlcht (4) gebildat islnd. turn 
Maasan einea arstan Fahlare dar aratan Ballchtungsainrich- 
tung; 

Korrigleran ainer Abbildung alnar zweitan Stnitetur auf 
Gnmdlaga das aratan Fehlera und PraJIzmran daa twaltan 
Strukturbildae. walchaa aine der Referanzmarkiarung anl« 
eprachanda zwalta Msrklerungaatruktur zur Auarichtung (bi, 
bz^ bs* b4« bs) umfa&t, auf die ObeHlQCha daa cweiten 



Realatfllms (8) mit dinar zwalten Gelichtungseinrichtung; 

Entwlokeln das zwalten Rasiatfilms (8): 

Stnilcturiaran dar VMaken Schlcht |6) unter V/erwandung des 

entwiekaltan zweitan Resiatfllms (8) ols Macka; 

eilden einer drletan Schlcht (10) auf der strukturlarten 

zwalten Schleht (8); 

Bilden aInas dntlen Raalatfllma (12) auf der dritten Schlcht 
11^): 

Messan einar Position dar dureh Struktuneren dar ... 



310 



310a / S3 



AOO 



310c 




310b 



310d 



3lOe 



BUNDESORUCKCREI 07.98 602138/233 



18-MAI-2004 09:07 



S. 06/18 



DE 44 14 

3 

Schichc gebildeten Markiemngeo zur Ausricbtuog 
70A— 70D ermittelt Die Ermiiilung dieser Markicrun* 
gen 2ur Ausrichtung 70A— 70D wird dutch eine opti- 
sche Messung ausgefflhrt, wie beispielsweise eine Er* 
mittlung unter Verwendung von einem Laserstrahl im 5 
Dunkelfeld, von inehrfarbigein Licht im Hehfetd oder 
von Oberlagerungs-Interferenzlicht 

Uater Bezugnahine auf Fig. 24 wird eine Einrichtung 
zum Ermittein der Markierung zur Ausrichtung 600 be* 
schrieben, welche den Laserstrahl im Dunkelfeld zur 10 
Errniitlung verwendeL Zuerst wird die Haibleiterschei- 
be 400 an einer vorbe$timmten Position auf eine X-Y- 
Halteeinrichtung 610 gesetzt Die X-Y-Halteeinrich- 
tung 610 bewegt sich in X- und Y-Richtung. wobei sie 
die Koordinaten mil dem Lasennterferometer genau 15 
erkennt. Ein von einem LSA-Laser 620 emittlerter La- 
serstrahl l&ufc durch eine ProjektionsUnse 630, um ihn 
auf jede auf dem Chipgebiet 310 auf der Halbleiterschei- 
be gebildete Markierung zur Ausrichtung (70A-*70D) 
zu konzentrieren. Das von diesen Marldeningen zur 20 
Ausrichtung (70A— 70D) reflektierte Licht wird einer 
genau angeordneten Ermittlungseinrichtung zugefuhn, 
derart daB zum Erkennen der Positionskoordinaten der 
Markierungen zur Ausrichtung (70A—70D) nur ReFrak- 
tionskomponenten ermittelt warden. 25 

Die Projektion des zweiten Strukturbitdes wird dann 
auf Grundlage der Markierungen zur Ausrichtung 
(70A— 70D) ausgefahrt, deren Positionen wie vorste- 
hend be^chrieben ermitteli worden sind, und anschlie- 
Oend wird das Bilden des zweiten Resistfilms und das 30 
Strukturieren der zweiten Schicht ausgefOhrt. 

Wenn es gewunscht ist, zusatzliche Schichtenmit vor- 
bestimmten Strukturen zu stapeln, dann sollten die Posi- 
tionen der Markierungen zur Ausrichtung ermitxelt 
werden, welche auf der Schicht direkt unter einer derar- 35 
tigen unteren Schicht gebfldet sind, deren Oberlage- 
rungsgenauigkeit wesentlich ist, und dann kann die Pro- 
jektion des vorbescimznten Strukturbildes auf Grundla- 
ge dieser Markierungen zur Ausrichtung ausgefOhri 
werden. 40 

Jedoch welst das vorstehend bescbriebene BeUch- 
tungsverfahren folgendes Problem auf. Wenn unter Be- 
zugnahme auf Fig- 25 die erste Struktur auf die erste 
Sehicht unter Verwendung der ersten Belicbtungsein^ 
rlchtung projiziert wird, daxm wird ein BeUchtungsfehler 46 
durch die erste Belichtungseinrichtung hervorgerufea 
Als wesentlicher Grund fur diesen Fehler wird eine Lin- 
senverzerrung angefubrt, bei welcher das Strukiurbild 
durch die Linse deformiert wird. 

Daher sind die Markierungen zur Ausrichtung 50 
(70A— 70D) ursprOnglich derart vorgesehen, daB sie an 
den Positionen gebildet werden, die in der Zeichnung 
durch gestrichelte Linien gekennzeichnet sind. Prak-- 
tisch werden jedoch die Markierungen zur Ausrichtung 
(70A' — 70D') wflhrcnd der Belichtung an den Positionen 55 
gebildet, die durch voUe Linien gekennzeichnet sind 

Wenn die Ausrichtung auf Grundlage dieser gegen* 
Ober den vorgesehehen Positionen versetzten Markie* 
rungen zur Ausrichtung (70A'— 70D') ausgefahrt wird, 
dann wird eine Struktur auf einer auszurichtenden 60 
Schicht in einer Richtung verschoben seln, in welcher 
die Markierungen zur Ausrichtung versetzt sind. Das 
fiihrt zu einer wesentiichen Ausrichtimgsversetzung 
zwischen entsprechenden Schichten, so daO die Miniatu- 
risierungsanforderung der Halbleitereinrichtung nichi 65 
erreicht werden kann. 

Eine Mdglichkeit, ein derartiges Problem zu losen, 
zeigt beispielsweise das in der Japanischen Offenle* 
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gungsschrift Nr. 63^81818 offenbarte Belicbtungsver* 
f ahren. Dieses Belich tungsverf ahren ist darauf gerichiet* 
die in der Belichtungseinrichtung hervorgerufene Un- 
senverzenrung im voraus ^ messen. Dieses Belich- 
tung^erfahren wird nachstehend unter Bezugnahme 
auf die Fig. 26—29 beschrieben werden, welche Herstel- 
lungsschritte darstellen. 

Unter Bezugnahme auf Rg. 26 sind eine erste Struk- 
tur und erste Markierungsstrukturen zur Ausrichtung 
600a"-600e an vorbestimmten Positionen einer Foto- 
maske 600 enthalten. Eine zur Messimg der Linsenver- 
zcrrung vorgesehene erste Schicht wird auf einer Halb- 
leiterscheibe 400 gebildet, und anschlieOend wird ein 
erster Resistfilm auf der ersten Schicht gebildet. 

Unter Verwendung der Fotomaske600 werden Bilder 
der ersten Markierungsstrukturen zur Ausrichtung 
600A— 600E auf den Resistfilm projiziert, wie in Fig. 27 
gezeigL 

Unter Bezugnahme auf Kg. 28 wird die Fotomaske 
600 durch eine Blende .700. abgedeckt, um nur die Mar- 
kierungsstruktur zur Ausrichtung 600e zu projizierea 
Durch die Positionssteueruhg der Halteeinrichtung mit 
der darauf gesetzten Halbleiterscheibe 400 werden un- 
ter Verwendung der Fotomaske 600 die Strukcurbilder 
der Markiertifigen zur Ausrichtung 700A— 700E zum 
Messen .der Fehler auf die vorgesehenen Positionen der 
Markierungen zur Ausrichtung 600 A— 600E projiziert 

Unter Bezugnahme auf Fig. 29 wird nach der Ent- 
wicklung des ResistfOms die ersie Schicht unter Ver- 
wendung des Resistfilms als Maske strukcurierc zum Bil- 
den der ersten Markierungen zur Ausrichtung 
600A— 600E und der Markierungen zur Ausrichtung 
700A— 700E, welche zum Messen der Fehler vorgese- 
hen sind. Zu diescm Zeitpunkt werdbn die Markierun- 
gen zur Ausrichtung 700A--700E zum Messen der Feh- 
ler geradc auf den Markierungen zur Ausrichtung 
600A— 600E gebildet, wenn durch die Belichtungsein- 
richtung kein Fehler hervorgerufen wird. 

jedoch sind Fehler, wie beispielsweise die in der Be- 
lichtungseinrichtung hervorgenifene Linscnverzemmg. 
empftndlich gegeniiber der Vorwendungstungebung, 
einschlieBlich der Temperatur, der Feuchtigkeit und 
dergleicben Umgebungsanderung. Daher ist es sehr 
schwierig gewesen, diese in der Belichtungseinrichtung 
hervorgerufenen Fehler zu steuern. 

Folglich ist es bei der Halbleitereinrichtung, bei wel- 
cher die Schichten gcstapelt sind, kompliziert gewesen, 
entsprechende Schichten mit grofier Genauigkeit zu 
uberlagern. 

. Aus der DE 41 08 578 Al ist ein Verfahren zum Bil- 
den einer Struktur einer Halbleitereinrichtung mit meh> 
reren Schichten bekannt In diestm Verfahren werden 
Justiergrundmarken ausgebildet, an denen eine Maske, 
die eine Anordnung von Justierfolgemasken tragt, aus^ 
gerichtet wird Mit Hilfe dieser Justiergrundmarken und 
Justierfolgemarken erfolgt die Kalibrierung des ver- 
wendeten Belicbtungssystems. Nach der einmaligen Ka- 
librierung des Systems werden jedoch keine weiteren 
Korrekturen vorgenommen. 

Aus der EP 0 389 209 A2 ist ein Verfahren zum Bilden 
einer Struktur einer Halbleitereinrichtung mit mehre- 
ren Schichten bekannt, in der eine Folgeschicht jeweils 
an einer in der unmittelbar zuvor aufgebrachien Schicht 
angeordneten Justiermarke ausgerichtet wird 

Die Aufgabe der voriiegenden Erfindung besteht dar- 
in, etn Verfahren zum Bilden von Strukturen einer Halb- 
leitereinrichtung mit mehreren Schichten vorzusehen. in 
denen die Fehler, die durch eihen vorhergehenden, in 
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BelichtungsUcht trin durch entsprechende Strukturge- 
biete der Fotomaske 300 hindurch. urn einen ReststTdm 
vom Positivtyp zu belichten, wie bei der crsten und 
zweiten Fotomaske 100, 200. 

Nun erfolgt unter Bezugnahme auf die FSg. 5, 10 und 
17 eine Beschreibiing der Sdtritte bis zur Bildung der 
ersten Stmktur im Chipgebiet unter Verwendung einer 
ersten Belichtiingsehirichning, welche mit der ersten 
Fotomaske tOO versehen ist Fig. 17 zcigt ein Ablaufdia- 
gramm des HersteUungsprozesses. Es sollte femer an- 
gemerkt werden, daB die Chipgebiete 310 in einer Ma- 
trbc auf der Halbleiterscheibe 400 durch das vorstehend 
beschriebene Step- und-Repeat-Verfahren zur Projek- 
tion auf die Halbleiterscheibe 400 gebildet werden, ob- 
wo hi zur Vereinfachung nur eIn Chipgebiet in den 
ZeichDungen dargestellt isL 

Unter Bezugnahme auf Fig. 5 ist die erste Fotomaske 
too zunachst durch eine Blende 500 abgedeckt worden, 
derart, daB eine beliebige Struktur der Markierungs- 
strukturen zur Ausrichtung. beispiclsweise nur die Mar- 
kierungsstruktur zur Ausrichtung Za» belichiet wird. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 6 wird eine erste Schicht 
2 auf der Halbleiterscheibe 400 gebildet (Schritt 10 
(nachstehend als SIO bezeichnet) in Fig. 17). Anschlie- 
Oend wird ein erster Resistfilm 4 auf der ersten Schicht 2 
gebildet (S20 in Fig. 17). 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 7—9 werden die Her- 
stellungsschritte des Chipgebiets beschrieben werden, 
in welchem die Referenzmarkierungen gebildet werderu 
Der ProzeB fiir das Chipgebiet ohne Referenzmarkie- 
rungen stimmt mit demjenigen im Gebiet mit Referenz- 
markierungen Qberein, abgesehen von einem Schritt 
zum Bilden derartiger Referenzmarkierungen. Unter 
Bezugnahme auf Fig. 7 werden unter Verwendung von 
nur einer Markierungssvuktur zur Ausrichtung S4 der 
ersten Fotomaske 100 Bilder der Referenz-Markie- 
rungsstrukturen (si— ss) an vorbestimmten Posiiionen 
auf einem Halbleiter-Chipgebiet projiziert durch An- 
ordnen einer ersten Betlchtungseinrichtung mit der dar- 
auf getegten Halbleiterscheibe 400 (S30 in Fig. 17). Zu 
dieser Zeit ist es erwQnscht, Positionskoordinaten von 
Bildern der Referenz-Markierungsstrukturen (Si— ss) 
vofzusehen, welche sicb von denjenigen der auf der er> 
sten Fotomaske 100 gebildeten Markicnmgsstrukturen 
zur Ausrichtung (ai — as) unterscheiden. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 8 wird die die erste Foto- 
maske too abdeckende Blende 500 entfemt und es wer- 
den ein BiJd der ersten Stniktiu* tOOa der ersten Foto- 
maske 100 und Bilder der ersten Markierungen zur Aus- 
richtung ai-^a$ auf die Oberfliche des ersten Resist- 
films 4 unter Verwendung der ersten Belichtungsein^ 
ridhtungprojizien(S40inFig. 17). 

Unter Bezugnahme auf Pig. 9 wLrd der erste Resist- 
film 4 en twickeit (S50 in Fig. 17). Unter Verwendung des 
encwickelten ersten Resistfilms 4 als Maske wird die 
erste Schicht 2 struktiu'iert (S60 in Fig. 17). 

Somit werden ein erstes Muster lOOA, erste Markie- 
rungen zur Ausrichtung Ai— As und Referenzmarkie- 
rungen zur Ausrichtung Si-*Ss auf dem gewahlten 
Chipgebiet gebildet Die Muster werden somit auf der 
Halbleiterseheibe 400 gebildet, wie in Fig. 10 darge- 
stellt 

Unter Bezugnahme auf Fig. It wird eine zweite 
Schicht 6 auf der Halbleiterscheibe 400 gebildet ($70 in 
Fig. 17). 

Ein zweiter Resistfilm B wird anschlieQend auf der 
zweiten Schicht 6 gebildet (SgO in Fig« 17). 

Die Halbleiterseheibe 400, bei welcher die zweite 



Schicht: 6 und der zweite Resistfilm 8 ausgebildet sind, 
'^0^ auf eine zweite Belichtungseinrichtung mit der dar- 
an angebrachten zweiten Fotomaske 200 gesetzt Unter 
Verwendung der zweiten Belichtungseinrichtung wird 

5 eine Mehrza3il* von Punkten der auf vorbestimmten 
Chipgebieten vorgesehenen ersten Markierungen zur 
Ausriehtuhg Ai^As gemessen zum Korrigieren der 
Anordnung dem Halbleiterscheibe, 400 beziiglich des 
optischen Systems der zweiten Bebchtungseinrichtung 

10 (S90inFig.l7). 

Danach wird unter Verwendung der Referenzmarkie- 
rungen Si — Ss sQwie der ersten Markierungen zur Aus- 
. richtung Ai — As ein in der ersten Belichtungseinrich- 
tung bervorgenifener Pehler. eine sogenannte erste Un* 

15 senverzerrung (LDI), gemessen (SlOO in Fig. 1 7). 

Die Ermittlung der Positionen der Referenzmarkie* 
rungen S| — S5 und der ersten Markierungen zur Aus- 
richtung A|— A5 wird durch das gleiche beim herkomm- 
lichen Positions-Ermitdungsverfahren beschriebene 

20 Verfahren ausgefiihrt, und LDl wird berechnet, wie 
nachstehend angegebea 

Wenn unter Bezugnahme auf Fig. 18 bcispielsweise 
die Positionsdifferenz der vorgesehenen ICoordinaien 
zwischen einer Referenzmarkierung Si(Xu Y|) und ei- 

25 ner ersten Markierung zur Ausrichtung Ai(Xai. Yai) 

AXj = Xi — Xai 
AY, =-Y,-Yai 

30 betragt und wenn vorausgcseizt wird, daO die Position 
der crsten Markierung zur Ausrichtung A|' nach der 
Strukturterung (Xai\ YaiO ist, dann betragt der Ab- 
stand von deir Referenzmarlderung Si(X|, Y|): 

33 AX,'=Xi -Xai' 
AY,' = Y, --Ym'. 

Somit wird ein erster Unsenverzerrungs-Fehler ai 

40 ai ^ (Axt'.Ayi') 

betragen, da 

Axi «AXj'- AX, 
45 Ay, = AY,'-- AY,. 

In der gleichen Weise werden die entsprechenden 
Febler a,, a? und 04 zwischen jeden Referenzmarkie- 
rungen Sz— Ss und jeden ersten Markierungen zur Aus- 
50 richtung' A} ^ A5 folgendermaDen berechnet: 

aS:«ii(^r,Ay2) 
a3»(Ax3.Ay3) . 
a4»(AX4.Ay4) 
55 as = (Ax5,Ay5).i 

Die erste Linsenverzerrung kann somit gemessen 
werden. 

Bei einem Korrekturverfahren der somit gemesscnen 
60 ersten Linsenverzerrung kann die ICorrektur des Feh- 
lers durch die X-Y-Halteeinrichtung solange ausgefohrt 
werden, bis der gemessene Febler lediglich durch Trans- 
lation in X-Ricbtung oder Y^Richtung korrigiert ist 

In dem FalVdafi die Verzerrung des StrtikturbUdes in 
63 der X- Oder Y-Richtung vergroOert oder verkleinert ist, 
kann der Fehler infolge der Linsenverzerrung korrigiert 
werden durch Verfahren, wie beispieisweise zum Korri- 
gieren der VergroBerung durch Steuern des Innen- 
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dem Chipgebiet enthaltenen Fehlers der ersten Belich- 
tungseifirichtung.. Femer kam der Fehler der zweiten 
Belichtungseinrichtung in jedem Chipgebiet durch Ver- . 
gleichen der Positionen der Referenzmariderungeii und . 
der zweiten Markieningen zur Ausrichtung gemessen s 
werden. 

Somit werden selbst bei der Bildung der Strukturen 
von jedem Chipgebiet der aus Mehrfachschichten gebil- 
deten HalbJeitereinrichtung die Positionen der gleicb- 
zeitig mit der Stniktur von jeder SchJcht gebildeten lo 
Markierungen zur Ausrichtung mit den Positionen der 
Referenzmarkierungen verglichen, so daQ der Pehler. 
der in der zum Bilden der Schicbt verwendeten Belich- 
tungseinricbtung hervorgerufen wird, fOr jedes Chipge- 
biet gemessen werden kann. Ferner kann der Fehicr der \s 
zweiten Belichtungseinrichtung im gewihiten Chipge^ 
biet gewonncn werden durch Vcrgleichen der Positio- 
nen der Referenzmarkierung und der zweiten Markie- 
rung zur Ausrichtung^ welche im gewahlten Gebiet aus- 
gebildetist. 20 

Der Fehler kann fQr jedes Chipgebiet korrigiert wer- 
den, so daB eine Haibleitereinrichtung von hoher Quali- 
t^t erhalten werden kann. 

In einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahrens 
zum Bilden von Strukturen der Haibleitereinrichtung ts 
vom Mehrschichttyp werden tm voraus Referenzmar- 
kierungen auf den Chipgebietcn. welche aus der .Mchr- 
zahl von in einer Matrix angeordneten Chipgebietcn 
gew^hlt sind, auf der HaJbleiterscheibe durch Anordnen 
der Halteeinrichtung gebildet, wobei die Positionen die- 30 
ser Referenzmarkierungen mit Positionea der auf die- 
sen gewahlten Chipgebieten gebildeten ersten Markie- 
rungen zur Ausrichtung zum Messen des Fehlers der 
ersten Belichtungseinrichtimg fOr die gew&hlten Chip- 
gebiete verglichcn werden. Ferner kann der Fehler der 35 
zweiten Belichtungseinrichtung in den gewahlten Chip- 
gebieten gemessen werden durch. Vergleichen der Posi- 
tionen der Referenzmarkierungen nut den Positionen 
der in den gewahlten Gebieten gebildeten zweiten Mar- 
kierungen zur Ausrichtung. 40 

Somit kann der Fehler der gesamten Haibleiterschei- 
be gemlB dem fur die gewahlten Cbipgebiete gemesse* 
nen Fehler der ersten Belichtungseinrichtung n§he- 
rungsweise gemessen werden, Folglich kann die zum 
Bitden der Referenzmarkierungen erforderliche Anzahl ^ 
von Schritten verkleinen werden, da die Referenzmar- 
kierungen nicbt auf alien Chipgebieten gebildet werden 
mussen. 

Patentanspruche 50 

U Verf ahren ziun Bilden einer Struktur einer Haib- 
leitereinrichtung vom Mehrschichttyp, welches die 
Schritte umfaBt; • i : ■ 
BUden einer ersten Schicht (2) auf einem Halblei* 55 
tersubstrat(400); ^ < 

Bilden eines ersten Resisbfilms (4) auf der ersten 
Schicht (2); . \ 

Anordnen des Halbleitersubstrats (400) durch eine 
Halteeinrichtung Projizieren einer Abbildung einer eo 
vorbestimmten Referenzmarkierung (Si. s^^ 53. s^, 59) 
an einer vorbestimmten Position auf die Oberfia* 
cbe des ersten Resistfilms (4); 
Projizieren einer Abbildung einer ersten Struktur, 
welche eine der Referenzmarkierung (S), S2» S3, 53) es 
entsprechende erste Markienxngsstruktur zur Aus- 
richtung (at. a^ a3. a«, as) umf aOt, auf die Oberflache 
des ersten Rcstst^ms (4) mit einer ersten Belich- 
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. tungseinrichtUDg; 

Entwickelp des ersten Resistfilms (4); 
Strukturieren der ersten Schicht (2) unter Venven- 
dung des entwickelten ersten Resistfilms (4) als 
Maske; 

Bilden einer zweiten Schicht (6) auf der strukturier- 
ten ersten Schicht (4); 

Bilden eines zweiten Resistfilms (8) auf der zweiten 
Schicht (6); 

Messen einer Position der durch Strukturieren der 
ersten Schicht (2) gebildeten ersten Markierung zur 
Ausrichtung (A,, A2, As, A4. As) mit einer zweiten 
Belichtungseinrichtung zum Anordnen des Halblei- 
tersubstrats (400) an einer vorbestimmten Position 
eines optischen Systems der zweiten Belichtungs- 
einrichtung; 

Vergleichen einer Position der Referenzmarkie- 
rung (Si, Stt S3. S4, Ss) mit einer Position der ersten 
Markierung zur Ausrichtung (A|. A2. A3. A4, As), 
wobei belde durch Strukturieren der ersten Schicht 

(4) gebildet sind, zum Messen eines ersten Fehlers 
der ersten Belichtungseinrichtung; 
ICorrigieren einer Abbildung einer zweiten Struk- 
tur auf Grundlage des ersten Fehlers und Projizie- 
ren des zweiten Strukturbildes, welches eine der 
Referenzmarkierung entsprechende zweite Mar- 
kierungsstruktur zur Ausrichtung (bi, b?, ba, bo, bs) 
umfaDt, auf die Oberflache des zweiten Resistfilms 

(5) mit einer zweiten Belichtungseinrichtung; 
Entwickcin des zweiten Resistfilms (8); 

,, . Strukturieren der zweiten Schicht (6) unter Ver- 
wendung d^s entwickelten zweiten ResistHlms (8) 
alsMaske; * 

'^''^^Bilden einer dritten Schicht (10) auf der strukturier- 
ten zweiten Schicht (€}; 

Bilden eines dritten Resistfilms (12) auf der dritten 
Schicht (fa)f 

Messen einer Poskion der durch Strukturieren der 
zweiten Schicht (6) gebildeten zweiten Markierung 
zur Ausrichtung (Bi, B& 63. B4, B5) mit einer dritten 
Belichtungseinrichtung zum Anordnen des Halblei- 
tersubstrats (400) an einer vorbestimmten Position 
eines optischen Systems der dritten Belichtungsein- 
richtung; 

Vergleichen einer Position der Referenzmarkic* 
rung (Si. S2. S3, Sa, Ss) mit einer Position der zwei- 
ten Markierung zur Ausrichtung (Bt. B2, B3, B^, B5) 
• zum Messen eines zweiten Fehlers der zweiten Ber 
lichtungseinricbtung; 

Projizieren dnes dritten Strukturbildes, weldies ei- 
ne der Referenzmarkierung (Si, S2« Ss* S4, Ss) ent- 
sprechende dritte Markierungsstruktur zur Aus- 
richtung (ci, C2i C3, C4, cs) umfaBt, auf eine Oberfla- 
che des dritten Resi^rtfUms (12) mit der dritten Be- 
lichtungseinrichtung nach Ausfuhren einer Korrek- 
lur auf Grundlage des zweiten Fehlers; 
Entwickeln des dritten Resistfilms (t2) und 
Strukturieren der drinen Schicht (10) unter Ver- 
wendung des entwickelten dritten Resistfilms (12) 
alsMaske. 

2. Verfahren ztun Bilden einer Struktur einer Haib- 
leitereinrichtung vom Mehrschichttyp nach An- 
spruch 1, bei welchem der Schritt des Projbderens 
des Bildes der Referenzmarkierung (si, 52, S3. S4, ss) 
einen Schritt des Belichtens der Referenzmarkie- 
rungen in der Naheder vier Ecken des Halbleitcr- 
substrats (400) umfaBt 

3. Verfahren zum Bilden einer Struktur einer Halb- 
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